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Результаты тестирования показали, что с 
увеличением количества циклов емкость иони­
тов возрастает. Оптимальным вариантом синте­
за является 4-х цикловое наслаивание с концен­
трацией РО 2 (ОН)2 -групп 2 ммоль/г. При этом 
наблюдается практическое равенство ионно-об­
менной емкости по цезию и стронцию.

Также изучалась химическая устойчивость 
волокнистых неорганических ионитов в щелоч­
ных и кислых средах. В случае хлопка, вискозы 
и льна ответственными за химическую устойчи­

вость макромолекул целлюлозы являются /3- 
глюкозитные связи, которые устойчивы в ще­
лочной среде и слабо устойчивы в кислой. Уста­
новлено, что фильтровальные полотна на основе 
композиций целлю лоза-фосфаты  Ti (IV) или 
Zr(IV) могут эксплуатироваться при комнатных 
температурах.

Данная работа поддерживается МАГАТЭ е  

р ам к ах  и ссл ед о в ател ьск о го  к о н тр ак та  N; 
8124/RB.
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Применение новых материалов в качестве 
масок для обратной литографии требует изуче­
ния механических и других свойств в условиях 
термообработки, приводящей к их полному раз­
рушению.

В качестве материала для обратных масок 
предложено применение таких тугоплавких ме­
таллов, как тантал, ниобий, цирконий. Прове­
дение обратной (взрывной) литографии основа­
но на процессах деструктивной термообработки 
тонких пленок (термическое окисление). Ис­
пользуются большие внутренние напряжения, 
возникающие в пленках Nb, Zr и Та при “жест­
ких” режимах окисления: большая скорость на­
грева и высокая температура. В результате про­
исходит резкое увеличение объема пленки туго­
плавкого металла, переходящего в оксид, что со­
провождается физическим разрушением плен­
ки, и она легко отделяется от подложки. Исполь­
зование в качестве контактной маски тугоплав­
кого металла позволяет осаждать рабочий мате­
риал при повышенных температурах.

Изучение процесса термического окисления 
тонких пленок металлов ограниченной толщи­
ны (до 1—2 мкм) показало, что при температу­
рах >550 °С происходит значительное увеличе­
ние скорости окисления тонких пленок туго­
плавких металлов, защитные свойства оксидов 
теряются, происходят объемные изменения пле­
нок металла в процессе перехода в оксид, они 
становятся чешуйчатыми и в определенных ус­
ловиях переходят в порошкообразное состояние. 
Оксид тугоплавкого металла вместе с рабочим 
материалом отслаивается от одложки. Для уда­
ления используется струя сухого воздуха. Ис­
пользование в качестве материала обратной ма­
ски циркония в процессе обратной литографии 
основано на свойстве деструктурируемости фор­
мируемого окисла циркония при импульсном 
термическом отжиге тонких пленок циркония.

Установлено влияние режимов термообра­
ботки тонких пленок циркония (0,01—0,1 мкм 
на структурные свойства получаемых окислов 
При увеличении температуры отжига и умень­
ш ении времени отж ига полученная пленка 
окисла циркония разрушается. Удаление цирко­
ниевой обратной маски и нанесенного на нее ра­
бочего материала производится в результате им­
пульсной термообработки с последующей хими­
ческой обработкой.

Представляет интерес использование в тех­
нологии низкотемпературной обратной литогра­
фии явления перекристаллизации металличе­
ского /3-олова тетрагональной сингонии при тем­
пературе <13,2 °С в порошкообразное а-олсь: 
кубической сингонии. Результатом перекрж- 
сталлизации является деструкция сплошного 
слоя металлического /3-олова в порошок а-ол:- 
ва.

Исследован механизм фазового перехода f-  
олова в «-олово. Перекристаллизация, kotopcj 
начинается на отдельном участке тонкой плею:т 
/3-олова, продолжается по всему объему. Врем* 
необходимое для полного перехода /3-олова в =- 
олово, зависит от температуры, толщины кон­
тактной  маски и слоя рабочего материал- 
структуры рабочего материала и материала псг- 
ложки. С ростом толщины пленки олова вреу* 
перекристаллизации значительно увеличивает­
ся. Для пленок тоньше 0,1 мкм время перекрш- 
сталлизации составляет 10—30 с, при толщин: 
0,5 мкм — 20—24 ч.

Результаты исследований использованы i n  
формирования: рельефов тонких пленок высо­
котемпературных сверхпроводников; рельез; 
тонких пленок на стеклах большого формата.

Работа поддерживается Фондом фундамен­
тальных исследований Республики Беларусь.


